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【57】申請專利範圍
1.　一種半導體裝置，包括：

   一導電層的一第一段，該第一段終止於一曲線端；
   該導電層的一第二段，該第二段與該第一段對齊且該第二段與該第一段間隔一間隙；
以及

   一導電通孔在該導電層的該第一段上，該導電通孔的一外周部與該導電層的該第一段
的該曲線端對齊且具有一相同形狀，其中該導電層及該導電通孔包含具有不同蝕刻選擇

性的不同導電材料。

2.　如請求項 1所述的半導體裝置，更包括：
   一閘極全環繞電晶體，具有一源極區或一汲極區，
其中該導電層的該第一段接觸且電連接至該源極區或該汲極區。

3.　如請求項 2所述的半導體裝置，更包括：
   一第一介電層，在該閘極全環繞電晶體上，
   其中該導電通孔延伸穿過該第一介電層。

4.　如請求項 3所述的半導體裝置，更包括：
   一第二介電層，在該閘極全環繞電晶體上，該第二介電層覆蓋在該導電層的該第一段
與該第二段之間的該間隙上，且該第二介電層與該第一介電層接觸。

5.　一種半導體裝置的製造方法，包括:
   形成一第一通孔在一導電層上；
   形成一遮罩在該導電層上，該遮罩具有一開口，該開口覆蓋該導電層的一部分並且至
少部分覆蓋該第一通孔；以及

   形成該導電層的一第一線端，藉由使用該遮罩以及該第一通孔作為一蝕刻遮罩選擇性
的去除該導電層的該部分，該第一通孔與該導電層的該第一線端對齊。
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6.　如請求項 5所述的半導體裝置的製造方法，其中形成該遮罩在該導電層上包括形成一硬
遮罩層在該導電層上。

7.　如請求項 5所述的半導體裝置的製造方法，其中選擇性的去除該導電層的該部分包括用
一蝕刻劑蝕刻該導電層。

8.　如請求項 5所述的半導體裝置的製造方法，其中該第一通孔為一虛設通孔，該半導體裝
置的製造方法更包括：

   形成一空腔，通過在形成該導電層的該第一線端之後移除該虛設通孔；以及
   形成一導電通孔在該空腔中，該導電通孔與該導電層的該第一線端對齊。

9.　一種半導體裝置的製造方法，包括：
   形成一導電通孔在一導電層上，該導電層設置在一閘極全環繞電晶體的一源極區或一
汲極區上；

   形成一遮罩在該導電層上，該遮罩具有一開口，該開口覆蓋該導電層的一部分；以及
   將該導電層分成一第一段以及一第二段，通過選擇性去除該導電層的該部分，該導電
通孔與該導電層的該第一段的一端部對齊，並且該導電通孔與該導電層的該第一段的該

端部具有一相同形狀。

10.   如請求項 9所述的半導體裝置的製造方法，更包括：
   形成一介電層在該閘極全環繞電晶體上，該遮罩的該開口覆蓋該介電層的一部分；以
及

   選擇性去除該介電層的該部分。
圖式簡單說明

當與附圖一起閱讀時，根據以下詳細描述可以最好地理解本揭露的各方面。值得注意的

是，根據行業中的標準實踐，各種特徵未按比例繪製。實際上，為了討論的清晰起見，各種

特徵的尺寸可以任意地增加或減少。

第 1圖至第 3圖是繪示根據本揭露的一些實施例的製造裝置的方法的剖面圖。
第 4A圖是繪示出根據一些實施例的在第 1圖至第 3圖中示出的方法中使用的切割金屬圖案
或遮罩的俯視圖，並且第 4B圖是根據一些實施例的繪示出切割金屬圖案或遮罩的有效區域
的俯視圖。

第 5A圖是俯視圖且第 5B圖是側視圖，繪示出了根據一些實施例的在執行第 1圖至第 3圖所
示的方法之後通孔與導電層的第一段的對準。

第 6圖至第 17D圖繪示出了根據本揭露的一些實施例的製造具有自對準通孔的半導體裝置的
方法。

第 18A圖是繪示通孔與切割金屬圖案之間的覆蓋偏移的影響的比較示例，並且第 18B圖繪示
根據本揭露的實施例的通孔以及切割金屬圖案之間的覆蓋偏移的影響。

第 19A圖是繪示出通孔之間的間距的比較示例，並且第 19B圖繪示出了可以根據本揭露的實
施例獲得的通孔之間的間距。

第 20A圖是繪示形成偏移通孔的比較示例，並且第 20B圖繪示根據本揭露的實施例的偏移通
孔的形成。
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